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FIG. 4. - Variation de log R j Ro en fonction de I'inverse de la 
temperature pour YbSe et YbTe. 

avons calcule l'energie d 'activation Eg par la relation 
P = Po exp Eg/2 kT. 

Aux temperatures inferieures, a T:::= 140 OK, les 
resistances sont tres elevees et les points experimentaux 
assez disperses ; nous devons alors tenir compte des 
impuretes, defauts, joints de grains ... 

L'energie Eg du sulfure varie tres peu avec la stre­
chiometrie. Elle est de l'ordre de 0,40 eV. Celie du 
seleniure est du me me ordre de grandeur. Par contre, 
celie du tellurure est Iegerement plus elevee 0,46 eY. 
Le tableau II donne les principaux resultats . 

Formule 

YbSo,9 8 

YbS1 ,oo 
YbS 1 ,0 5 

YbS1 ,08 

YbSe 
YbTe 

TABLEAU II 

Resistivite 
Ocm 

(barreau non recuit) 

'" 0,8 X 104 

'" 10
4 

2 X ]02 = 0,2 X ]03 

", 2 x 104 

'" 104 

'" ]04 

Energie 
d ' activation 

therrnique e V 

0,42 
0,40 
0,39 
0,43 
0,40 
0,46 

Les mesures d 'absorption optiques dans Ie visible 
et proche infrarouge (0,4 ~ a 2,4 ~ a 77 OK ; 2,4 ~ a 
17 ~ a 296 OK) ont ete effectuees sur Ie sulfure (Ie plus 
strechiometrique que nous avons obtenu) et Ie tellurure, 
dilues a 0,5 % dans du bromure de potassium ; Ie 
melange est pastille sous une pression de 10 T/cm2

• 

On peut observer deux pics d 'absorption a 0,5 ~ et 
0,95 ~ pour YbS ; a 0,6 et 1 ~ pour YbTe (Fig. 10). 
Aucun pic n'est observe entre 2,5 et 17 Il (la longueur 

d 'onde correspondant aux energies d 'activation ther­
miques mesurees se situe aux environs de 3 Il) . 

b. SOUS HAUTE PRESSION. - L'appareillage de pres­
sions hydrostatiques utilise permet d'atteindre a tem­
perature normale, 17 kbar [13]. 

Nous avons effectue les mesures de resistivite pour 
plusieurs pressions dans Ie meme domaine de tempe­
ratures que precedemment. Les figures 5 et 6 donnent 
les variations de log R /Ro en fonction de la pression a 
temperature normale pour YbS, YbSe, YbTe. Ro est 
la resistance mesuree a To = 296 OK et a Po = pres­
sion atmospherique. Les figures 7, 8 rep res en tent les 
variations isobares de log R /Ro en fonction de 100/T. 
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FIG. 5. - Variation, 11 temperature ambiante, de log R jR o en 
fonction de la pression pour YbS et YbSe. 
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FIG . 6. - Variation 11 temperature ambiante de log R jR o en 
fonction de la pression YbTe. 
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FIG. 7. - Variations isobares de log R/Ro en fonction de 
I'inverse de la temperature pour YbSe. 
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FiG. 8. - Variations isobares de log R/Ro en fonction de 
I'inverse de la temperature pour YbTe. 

Sulfure-se!eniure. -- La decroissance de resistivite 
observee est tres faible. Bile peut etre due au frittage 
aussi bien qu'a une diminution de parametre cristal\jn. 
L'energie d'activation ne varie pas dans Ie domaine 
de pressions etudie. Nous ne pourrons donc porter 
une conclusion sur ces resultats. 

Tellurure. -- La variation de resistivite en fonction 
de la pression semble obeir a la loi exponentielle: 
P = Po exp - AP ou A est une constante, pour une 
temperature determinee. Pour T = To = 296 oK, 
A = 0,23 kb -1 ; Ie rapport RjRo diminue d'un fac­
teur 100 entre I bar et 16 kbar. De meme l'energie 
d'activation decroit lineairement (Fig. 9); de 0,43 eV 
pour 4 kbar a 0,33 eV pour 12 kbar. On obtient la 
valeur experimentale, d'apres la figure 9 
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FIG . 9. - Variation de I'energie d'activation thermique de YbTe 
en fonction de la pression. 

La variation de resistivite en fonction de la tempe­
rature et de la pression peut s'ecrire sous la forme 

Ego + Cl.P 
P = Po exp 2 kT 

dans Ie domaine de pressions etudie. 
II y a bon accord entre les variations en temperature 

et en pression (en supposant Po independant de la 
pression). 

o Log p/Po 
oP 

et entre 4 et 13 kbar 

Cl. 

2kT 

Alors que pour To = 300 OK, on trouve a l'aide de la 
valeur experimentale de Cl. 

2 :To = 0,21 kbar -
1 

. 

IV. -- Discussion. -- Nous allons nous inspirer 
des modeles electroniques proposes d'une part par 
McClure [2] pour les monosulfures de terres rares, 
d'autre part par Methfessel [15] pour les chalcogenures 
d'europium. 

Nous devons distinguer deux types de composes : 
YbS et YbSe qui peuvent presenter des ecarts a la 
stcechiometrie et YbTe qui semble ne pas en presenter. 

t 


